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【はじめに】すぐれた短チャネル効果抑制能力を持つナノワイヤ型トランジスタは、将来の CMOSデバイスの有力

な候補である。ナノワイヤ型トランジスタは曲面を含むチャネル周辺全てを絶縁膜で囲まれているため、その界面

品質は電気特性に重要な役割をすると考えられる。ソースドレインを p+n+としたプレーナ型 Silicon-on-Insulator

（SOI）FET のチャージポンピング評価は過去に報告されている[1]。本研究ではこのソースドレイン構造をナノワ

イヤに適用し（図１）、チャージポンピング評価および界面準位密度のエネルギー分布を求めることを目的として

いる。本予稿では、プレーナ型 SOI構造における評価結果を報告する。 

【実験方法】SOI基板（SOI:50 nm、BOX:135 nm）を用いてプレーナ型構造と幅 40～70 nmの Fin構造を形成し、

SPM 洗浄と HF洗浄処理後、乾燥酸素雰囲気中 1000℃で 5分または 10分間の熱酸化を行いゲート絶縁膜を形成し

た。RFスパッタ法によりWを堆積後、チャネルの左右に Pと Bを注入し n+、p+領域を形成した。その後、700℃、

30 分の不純物活性化熱処理を行った後、Al 電極を用いて配線し、チャージポンピング測定を行った。図 2 に示す

台形波を用いて、立ち上がり（tr）、立下り時間（tf）を変化させて、界面準位密度のエネルギー分布の測定を行っ

た[2]。 

【実験結果】総チャネル幅 32µm、チャネル長(L)6.5µmのプレーナ型 SOI構造でのチャージポンピング特性を図

3 に示す。チャージポンピング電流(Icp)の最大値から求められる界面準位密度(Dit)の値は 2.01×1012[cm-2eV-1]な

った。また、tr、tf の値を変え、キャリア放出エネルギー準位を変化させることにより界面準位の密度分布を求

めた。Fin構造についての詳細な結果については当日報告する。 
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図 3 プレーナ型 SOI構造の 

チャージポンピング電流（Icp） 
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図 1 P+IN+ダイオードの 

チャージポンピング測定法 
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図 2チャージポンピング測定に用いた 

ゲートパルスの波形 
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図４Fin構造の断面 SEM画像  


